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kumentéw:

- Si i przyrzady z Si

- Zwiazki A""BY
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10 - Metalizacja i czyste metale
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12 - Przyrzady z akustyczng falg powierzchniowg
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**  CURRENT CONTENTS
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKOW ITME

dr Jan Kaczanowski
Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych
Zaktad Badan Strukturalnych

Promotor: prof.dr hab.inz. Andrzej Turos - Instytut Technologii Materiatow
Elekronicznych

Recenzenci:  doc.dr hab. Adam Barcz - Instytut Technologii Elektronowe;]
doc.dr hab. Zbigniew Werner - Instytut Probleméw Jadrowych

Stopien doktora nauk w zakresie fizyki doSwiadczalne;j
zostat nadany w dniu 26.11.1996 r.
w Instytucie Problemdéw Jadrowych w Warszawie

Tytut rozprawy: Badanie metoda kanatowania jonow krysztatéw GaAs
zawierajacych defekty punktowe, wtracenia i warstwy
krystaliczne

Celem pracy byto zastosowanie techniki kanatowania do charakteryzacji rézno-
rodnych struktur defektowych krysztaldow GaAs. Zaprezentowany materiat ekspery-
mentalny sktada si¢ z widm kanatowania zebranych dla krysztatéw GaAs zawieraja-
cych rézne rodzaje struktur defektowych: obszary zniszczone przez implantacje jo-
now, centra domieszkowane Er-C i Er-O, wytracenia krystaliczne ErAs i warstwy
epitaksjalne AlGaAs i InGaAs.

W celu interpretacji eksperymentalnych widm kanatowania opracowano technike
symulacji widm kanatowania metodg Monte-Carlo. Metode te zastosowano do anali-
zy krysztatow potprzewodnikow A"BY zawierajacych obszary amorficzne, centra
domieszkowane o réznorodnej strukturze, wytracenia krystaliczne i warstwy epita-
ksjalne. Zrealizowano oryginalny program komputerowy, ktéry w oparciu o dane
eksperymentalne pozwala na odtwarzanie widm kanatowania.

Stosujac metode symulacji widm kanatowania oceniono przydatnosS¢ i zakres
stosowalno$ci metody charakteryzacji defektow punktowych w oparciu o temperatu-
rowg zalezno$¢ dekanatowania. Stwierdzono, ze metoda ta pozwala okresla¢ srednie
wysunigcie atoméw migdzyweztowych z rzgdow atomowych. Doktadnos¢ metody
silnie zalezy od wartosci wysunigcia, gdyz staje si¢ ona niedoktadna dla duzych
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(wigkszych od 0.06 nm) wartosci wysunigc.

W dalszej czesci pracy metod¢ zastosowano do analizy krysztatéw GaAs domie-
szkowanych atomami Er. W zaleznosci od sposobu domieszkowania Er stwierdzono
wystepowanie dwoéch rodzajow centrow domieszkowanych: Er-C i Er-O. Dla cen-
trow typu Er-C, srednie potozenie atomdéw Er jest oddalone od centrum komorki
elementarnej w kierunku <100> na odlegtos¢ 0.05 nm; zas dla centréw typu Er-O,
srednie potozenie atoméw Er jest oddalone od luki Ga w kierunku <100> o Er-O,
Srednie potozenie atomdw Er jest oddalone od luki Ga w kierunku <100> o 0.09 nm.
W przypadku- silnego domieszkowania Er w krysztale GaAs powstaja wytracenia
krystaliczne ErAs o strukturze NaCl.

W rozprawie przedstawiono rowniez wyniki analiz widm kanatowania dla hete-
rostruktur AlGaAs/GaAs implantowanych jonami Si i heterostruktury GaAs/InGaAs/
GaAs. Dla heterostruktury AlGaAs/GaAs okreslono rozktad giebokosciowy zniszczen.
Stwierdzono, ze krysztaty AlGaAs sa duzo odporniejsze na promieniowanie jonowe
od krysztalow GaAs. Dla heterostruktury GaAs/InGaAs/GaAs zbadano odksztatcenie
sieci w warstwie naprgzonej. Stwierdzono, ze w warstwie naprgzonej InGaAs stata
sieci ulegta wydtuzeniu o 0.018 nm do wartosci 0.581 nm.
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WYROZNIENIA REDAKCJI KWARTALNIKA “MATERIALY
ELEKTRONICZNE”

Kolegium Redakcyjne wydawnictw ITME kontynuujac tradycje, zorganizowato
konkurs na najlepsze artykuty autorstwa pracownikéw ITME, opublikowane
w Materiatach Elektronicznych w 1996 roku, Nagrody przyznano:

III miejsce - mgr Zygmunt Mierczyk, inz. Jarostaw Kisielewski,
(ex aequo) Andriej G. Okrimchuk, mgr Zygmunt Frukacz za artykut:

Monokrysztaty YAG: Cr'** do pasywnej modulacji dobroci rezonatora
lasera YAG: Nd* - opublikowany w Materiatach Elektronicznych nr

1-1996 rok.
III miejsce - mgr Stanistawa Strzelecka, dr inz. Andrzej Hruban,
(ex aequo) mgr Maria Gladysz, mgr inz. Wactaw Ortowski,

mgr inz. Elzbieta Wegner, mgr inz. Mirostaw Piersa,
mgr Barbara Surma, mgr Andrzej Gtadki,
mgr inz. Aleksandra Mirowska za artykut:

Wptyw wegla na wiasnosci pétizolacyjnych monokrysztatow arsenku
galu - opublikowany w Materiatach Elektronicznych nr 2/3 -1996 r.
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Wskazowki dla autorow

1. Redakcja czasopisma “Materiaty Elektroniczne” prosi autoréw o nadsylanie artykutéw
zapisanych na nos$nikach magnetycznych (dyskietki- zwracane po skopiowaniu) w formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 1.2-2.0, PCX, TIF, PLT, CGM,
Word Perfect 5.0/5.1, Ami Pro 1.2b-3.0, TAG, EPS, DXF, BMP, WMF,

RTF (rich text format) i inne po uzgodnieniu z redakcja. XLS, PIC, XLC, WPG.

Grafika i tekst powinny znajdowa¢ si¢ w odddzielnych plikach, kazdy rysunek w innym.
Pliki moga by¢ poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC.

2. Artykut powinien by¢ wydrukowany czcionka o wysokosci 12 punktéw typograficznych,
na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3.5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony,
z podwdjna interlinig, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢ numerowane.

3. Objetos¢ artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron maszynopisu facznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone:
réwnania, rysunki, tabele i itp.

5. Do artykutu powinny by¢ dotaczone (réwniez na dyskietce) streszczenia, w jezykach
polskim, angielskim i rosyjskim, nie przekraczajace 200 stéw. Tytut artykutu winien by¢ réw-
niez przettumaczony na te jezyki.

6. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastgpujace elementy: z lewej stro-
ny u goéry artykutu tytut naukowy, petne imi¢ (imiona), nazwisko(a) autora(éw), nazwa miejsca
pracy (zaktadu, pracowni), adres pocztowy. Na Srodku stronicy maszynopisu - tytut artykutu.

7. Rysunki i inne elementy graficzne:

7.1. Na odwrocie rysunku lub fotografii nalezy podaw¢ ich numer, nazwisko autora,
pierwszy wyraz tytutu artykutu i nazwe pliku z zataczonej dyskietki.

7.2. Podpisy do rysunkéw, fotografii oraz bibliografi¢ nalezy umieszczaé na oddziel-
nych stronicach, po tekscie.

7.3. U g6ry kazdej tablicy nalezy podaé¢ numer i tytul objasniajacy.

7.4. W przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic nie bedacych oryginalnym dorobkiem au-
tora(éw) nalezy zacytowacé zrdédto, umieszczajac je w bibliografii.

7.5. Wzory nalezy numerowaé kolejno cyframi arabskimi.

7.6. Przyjmuje sig, ze zataczone zdjgcia i rysunki stanowia wzorzec jakosci dla ilustracji.

8. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci - wy-
stepujacej w tekscie.

Dla ksigzki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, petny tytut, nazwe
miejsce wydania, nazwg wydawcy, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstrukcyjna
w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykuhu nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, tytut artykutu, tytut
czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kaminski P., Strupifiski W., Roszkiewicz K.:
Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour phase epitaxial
GaP:N,S. Journal of Crystal Growth. 108,1991, 3/4, 699-709

9. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach
muszg by¢ zgodne z terminologia przyj¢ta przez Polskie Normy i Migdzynarodowy Uktad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczen nalezy podawa¢ w lewym marginesie.

11. Autora obowiazuje wykonanie korekty autorskie;j.
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mm ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa
fax: (4822)349003

Przedmiotem dziatania Instytutu Technologii Materialéw Elektronicznych jest
prowadzenie badaf naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie
inzynierii materialowej, elektroniki i fizyki ciala stalego, a w szczegélnosci
technologii otrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki, miernictwa
oraz efektywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie

wynikéw badan i prac do wdrozeh w praktyce.

Dziatalnosé Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia sie
w dwéch obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matoseryjnej
produkeji materiatéw dla elektroniki, telekomunikacji, energetyki, rolnictwa
i medycyny, oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad elementami
elektronicznymi, wytwarzanymi z tych materiatéw.

Materiatami, na ktérych koncentruje si¢ dzialalnos¢ ITME sa: materialy
pétprzewodnikowe monokrystaliczne i warstwy epitaksjalne (Si, GaAs, GaAsP, GaP,
InP), matericly elekirooptyczne i piezoelekiryczne (YAG, CaF,, LINBO,, LiTaO,, kwarc),
podioza do nadprzewodnikéw wysokotemperaturowych (SrLaArO . SrlaGaO, )
materialy ceramiczne (na bazie ALQ, i Zr0,), szkla optyczne i techniczne,
swiattowody, obrazowody, materialy kompozytowe, pasty (przewodzace, izolujace
i oporowe), czyste metale, zwiqzki nieorganiczne i rozpuszczalniki.

W ramach badar aplikacyjnych opracowywane sa w ITME: pétprzewodnikowe
przyrzady mikrofalowe (tranzystory MESFET, diody Schottky’ego), mikrofalowe
monolityczne uktady scalone, filtry z akustycznq falq powierzchniowq.

Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma
naukowe: kwartalnik “Materialy Elektroniczne”, w ktérym publikowane sq artykuly
dotyczqce zakresu dziatania Instytutu, “Prace ITME” - zawierajqce monogrdfie,
rozprawy doktorskie i habilitacyjne, oraz wydawnictwa informacyjne.






